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Личный профиль 

Нусупов Каир Хамзаевич - доктора физ.-мат. наук по специальности 01.04.07 – физика 

конденсированных сред (ФИАН, Москва, 1996, Специализированныи  Совет 

Д.002.39.02 Лауреата Нобелевскои  премии Басова Н.Г.); имеет звания «профессор 

физики» (ККСОН МОН РК, 28.05.2010 г., Астана), академик России скои  Академии 

Естествознания (диплом № 9342 от 01.06.2017 г.), заслуженныи  деятель науки и 

образования России скои  Федерации (сертификат № 01434, Москва, 2014 г.), 

основатель научнои  школы России скои  Федерации (сертификат № 00839, Москва 

2014 г.), член Нью-И оркскои  Академии наук (2005 г). Им подготовлены 3 кандидата 

физ.-мат. наук (Москва, 1994, 1995, 2006 гг.), 1 PhD и 1 доктор физ.-мат. наук (ИПТМ 

РАН, 2011 г.). Имеет стаж работы в США (г.Нью-И орк и др.) – 10 лет, в России (г.Москва) 

– 5 лет, в военно-промышленном комплексе СССР – 15 лет. В Казахстане им впервые в 

СССР осуществлен перевод линеи ного ускорителя тяжелых ионов (ИЛУ-4) на низкие 

энергии. С использованием этого ускорителя он разработал и создал 

полупроводниковые детекторы ядерных частиц, которые после испытании  как 

лучшие в СССР были установлены на борту космического летательного аппарата 

специального назначения. Эти детекторы в экстремальных условиях открытого 

космоса проработали более 20000 часов (официальное подтверждение имеется). 

Имеет патент США по ускорительнои  технике, авторское свидетельство СССР для 

служебного пользования, три патента и одну Международную заявку по 
ветроэнергетике.  

Каир Хамзаевич – обладатель патента США по ускорительнои  технике, авторского 

свидетельства СССР, для служебного пользования по детекторам. Имеет ряд 

публикации  в солидных зарубежных изданиях. Его проект, предложенныи  на конкурс, 

направлен на создание отечественного производства двусторонних кремниевых 

солнечных батареи  с высоким КПД – до 32%, а также на создание диффузионных 
барьеров для увеличения срока службы солнечных элементов до 30 лет. 

В соавторстве с другими казахстанскими учеными К. Нусупов является обладателем 

патентов на изобретение кассеты для жидкои  обработки полупроводниковых 

пластин, а также на многоступенчатую ветровую установку. 
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Премии и награды 

Д.ф.-м.н., профессору Нусупову Каиру Хамзаевичу присуждены:  

Диплом «Лучшии  инженер 2015 года в Казахстане» (лауреат республиканского 

конкурса, Постановление Президиума №138 от 19.01.2016 Национальнои  

инженернои  академии Республики Казахстан);  

Диплом победителя республиканского конкурса “Online-Expo-2017” (Астана, 2016 г. 

G-GLOBAL); награды научного сообщества за циклы публикации .  

"Заслуженныи  деятель науки и образования РАЕ".  

Почетное звание "Основатель научнои  школы". 

 

Область исследования ученого:  

Нусупов К.Х.  является волевым руководителем и организатором научных 
исследований, склонным к поиску нетрадиционных решений важнейших задач в 
области наноэлектроники, ускорительной техники, солнечной и ветровой 
энергетики. Достижения ученого в разработке наноструктур, технологий твердых 
материалов, 16 технологий солнечной энергетики, а также в области 
ветроэнергетики, включая создание опытной установки и получение патента 
Евросоюза являются впечатляющими достижениями КБТУ и нашей страны в области 
науки и техники. 
 
Проекты: 

AP14870185 Формирование электрон-дырочных селективных пассивирующих контактов 

на основе широкозонных полупроводников SiC, SnOх, TiOx, Ta2O5, ZnOx, MoOх методом 

магнетронного распыления (2022-2024) 

 

Команда ученого (коллеги, студенты) 

• Бейсенханов Н. Б. 

• Султанов А. Т. 

• Кусайнова А. Ж. 

• Кейінбай С. 

• Бакранова Д. И. 
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